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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-3: Optoelectronic devices —
Measuring methods

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatig
all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
international co-operation on all questions concerning standardization in
this end and in addition to other activities
Technical Reports

4) In order to promote |nterna ional i i ionak Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the ma ) ational and regional publications. Any divergence
between any IEC Public 2 e cogresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

corifformity. Independent certification bodies provide conformity
ss to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

directors, employees, servants or agents including individual experts and
and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
tsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60747-5-3 has been prepared by subcommittee 47C:
Optoelectronic, display and imaging devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

This consolidated version of IEC 60747-5-3 consists of the first edition (1997) [documents
47C/173/FDIS and 47C/186/RVD] and its amendment 1 (2002) [documents 47E/210/FDIS and
47E/215/RVD].

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepared for user convenience.

It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.
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It should be read jointly with IEC 60747-1, IEC 62007-1 and IEC 62007-2.
Annex A is for information only.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date,
the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or

@%
D
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DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-3: Optoelectronic devices —
Measuring methods

1 Scope

This part of IEC 60747 describes the measuring methods applicable . to
devices which are not intended to be used in the fibre optic systems or &

aptoelectronic

2 Normative references
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES -

Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques —
Méthodes de mesure

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondialg de norimalisation somposée

iAternationales,
u pubglic (PAS) et des
es comités d' etudes

tés nationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
s Publications de la CEl dans leurs publications
outes Publications de la CEIl et toutes publications
indiquées en termes clairs dans ces derniéeres.

nationales ou régi

La CEIl elle-mé nit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des sefvices\d'év dans certains secteurs, acceédent aux marques de
conformité de la t~responisable d'aucun des services effectués par les organismes de

certification indép

asswyrer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication
Aucune a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
manda expeérts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
pour toyt préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

toute autre Publication e la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60747-5-3 a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs
optoélectroniques, d'affichage et d'imagerie, du comité d’études 47 de la CEIl: Dispositifs a
semiconducteurs.

Cette version consolidée de la CEIl 60747-5-3 comprend la premiére édition (1997) [documents
47C/173/FDIS et 47C/186/RVD] et son amendement 1 (2002) [documents 47E/210/FDIS et
47E/215/RVD].

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de base
et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 1.1.
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Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
I'amendement 1.

Elle doit étre lue conjointement avec la CEl 60747-1, la CEIl 62007-1 et la CEIl 62007-2.
L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,
la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou

@%

« amendée.

N
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DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES -

Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques —
Méthodes de mesure

1 Domaine d'application

Cette partie de la CEI 60747 décrit les méthodes de mesure applicables aux dispositifs
optoélectroniques qui ne sont pas destinés a étre utilisés dans le do stémes et
sous-systemes a fibre optique.

2 Reéférences normatives

document. Pour les références datées, seule I'éditiorycitée s"applique. Pyur les références non
datées, la derniere édition du document de référence i ¢
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